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1. Drift- und Diffusionsstrom im Grundzustand:

Die gesuchte Beziehung ist die Einstein-Relation zwischen Beweglichkeit und Diffusionskon-
stante
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kBT

e
µ. (1)

Die Elektronendichte im Gleichgewicht ist:
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(Die gewählte Konvention für das elektrostatische Potential entspricht dem Buch von Nea-
men). Gleichsetzen von Drift- und Diffusionsstrom der Elektronen liefert

eµn~∇φ
!
=

e2D

kBT
n~∇φ ⇒ µ =

e

kBT
D. (4)

2. Raumlandungszonen:

Teilgebiet 1 ist p-dotiert; Teilgebiet 2 ist n-dotiert. Aus xn

xp
= Na

Nd
folgt Na = 4 · Nd.



3. Abrupte Diode:

Es gilt:
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und

Vbi = kT
e
· ln[Na·Nd

n2

i

] = 0.6V (2)

Aus (1) folgt Na = 9 · Nd. Wenn man dies in (2) einsetzt und nach Nd löst, dann kommt
man zu

Nd = 3.58 · 1014cm−3 und somit Na = 3.22 · 1015cm−3.

Mit diesen Werten erhält man bei einer Rückwärtsspannung von 18V
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= 7.774 · 10−4cm

und EMAX = e·Nd·xn

ǫS
= 4.31 · 104 V · cm−1 .



4. Schaltkreissimulation:

Die Definition der Kapazität ist

C = dQ

dV
.

Für die Anordnung in Abb. 2 gilt
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Es folgt durch Integration

E(VAB) = VAB − 2 · α ·

√
Vbi+VAB

C0

.


